Identifikace modelu



| [ [ [ I [
Identifikace modelu
0,1} -
Ig=1,62x10"7A .
.,(ident) 0.01rrg = 0,257 Q .
s _
.,l(meas) 0’001_71 = 1oz " |
L1 (0) . %
0,000 &% x -
(A) %|.,(ident)  .,(meas)
110° e -l :
A rms=13%
1x10° t % 8y =26,3%
1x107 *{l( % , | l | l l
03 04 05 06 07 08 09 1,0

VaC (V)



Model bipolarniho tranzistoru

(kvazisaturacni varianta modifikovaného
Gummel-Poonova modelu)
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Zakladni parametry modelu BJT (1)

Br Idealni proudové zesileni v normalnim
zapojeni

[
Cic

Bariérova kapacita baze-kolektor pri

nu
Su

nul

lovém predpéti

ostratova bariérova kapacita pri

lovém predpéti

Proud ohybu charakteristiky v pfimém
sméru snizujici

Dodateéna faze pri 1 / (27TR)

Nejmensi odpor baze



Zakladni parametry modelu BJT (2)
rgo Odpor oblasti epitaxe

Tr  Idealni priuletova doba v normalnim
zapojeni

Var Earlyho napéti v normalnim zapojeni

Xcjo Cast kapacity kolektor-baze piipojena
k vnitrni bazi

XCJC2

Xcgs Cast substratové kapacity piipojend k
vnitrnimu kolektoru



* primarni prepocet pomoci faktoru plochy
C ;- =Cj x area
C,s =C;g X area
Ixr = Igr x area

_ .0
s, =g, / area



* primarni prepocet pomoci faktoru plochy
C ;- =Cj x area
C,s =C;g X area
Ixr = Igr x area
s, =TI, | area

e zakladnimi rovnicemi statického modelu

jsou modifikované vztahy
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* pokles zesileni tranzistoru pri velkych proudech
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* pokles zesileni tranzistoru pri velkych proudech
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o zakladni statické proudy tranzistoru
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pokles zesileni pri malych proudech:

04V 05V 06V 07V 08V
527pA 253nA 121nA 580uA 278 uA

230 pA  1,69nA 11,0nA 76,2nA 527 nA



zavislost bazového a kolektorového
podilu a teplotniho napéti:

Inig, Inic

= lnIKF

Ube / U



zavislost logaritmu proudového zesileni
na logaritmu kolektorového proudu:
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